Testy zaliczeniowe z „podstaw elektroniki”

Prezentowane testy z „podstaw elektroniki” obejmują materiał z zakresu podstawowych elementów i układów elektronicznych takich jak: diody, tranzystory, termistory, elementy optoelektroniczne, prostowniki i stabilizatory napięć, wzmacniacze tranzystorowe i generatory napięć sinusoidalnych. Mogą one służyć nauczycielowi jako testy zaliczeniowe dla uczniów technikum, liceum technicznego (profilowanego) lub szkoły zawodowej o profilach elektrycznym, elektronicznym lub pokrewnym. Poniżej prezentuję 2 przykładowe testy (wraz z odpowiedziami), które mogą być wykorzystane w celu zaliczenia przez uczniów początkowej partii materiału z zakresu podstaw elektroniki, jak również jako testy powtórzeniowe na przedmiocie układy elektroniczne (lub podobnym) w celu przypomnienia pewnych wiadomości z podstaw elektroniki. Maksymalny czas rozwiązywania testu to około 45 minut – w zależności od typu szkoły, profilu oraz ilości godzin z danego przedmiotu (ostateczny czas rozwiązywania powinien ustalić nauczyciel prowadzący dany przedmiot). Każdy z testów zawiera 15 pytań – poprawna jest tylko jedna odpowiedź (karta odpowiedzi w załączeniu). Myślę, że publikowane testy wykorzystają z powodzeniem nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych i elektronicznych, zwłaszcza, że materiałów tego typu jest bardzo niewiele, a opracowanie własnych zestawów podobnego typu jest bardzo czasochłonne. Ewentualne uwagi i spostrzeżenia proszę kierować na adres poczty elektronicznej: zk401@wp.pl.   

mgr inż. Zbigniew Kaleta

nauczyciel mianowany przedmiotów elektronicznych i informatycznych
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Test z „podstaw elektroniki” - grupa  A

1. Wskaż symbol tranzystora polowego FET:
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2.  W diodzie pojemnościowej występuje następujące zjawisko:

A.  powtarzalnego przebicia złącza p - n w kierunku wstecznym;

B.  zmiany pojemności złącza p - n pod wpływem zmiany napięcia wstecznego złącza;
C.  zmiany pojemności złącza p - n pod wpływem zmiany napięcia w kierunku przewodzenia złącza;
D.  niepowtarzalnego przebicia złącza p - n w kierunku przewodzenia;
3.  Wskaż niepoprawne zależności dla tranzystora bipolarnego:

A.   IC=((IB, (=(/((+1), IE=IC+IB
B.   IC-((IB=0, IC=((IE, IE-IB=IC
C.   IC=((IB, IC=((IE, IB+IC=IE
D.   IC=((IB, IC=((IE, IE+IB=IC
4.  Wskaż układ wtórnika emiterowego:
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5.  Wskaż elementy światłoczułe:
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6.  Wybierz poprawną charakterystykę termistora PTC (o dodatnim współczynniku temperaturowym):

     R(T) - rezystancja termistora w temperaturze T

     R25 - rezystancja termistora w temperaturze 25( C

     T - temperatura wyrażona w (C
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7.  Wskaż charakterystykę tranzystora MOSFET normalnie wyłączonego:
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8.  Wybierz symbole tranzystorów:

I.   BC 107

II.   BF 214
III.    BYP 401-50R
IV.   BC 107B
V.    BZP 620 C4V7
VI.   BD 136
VII.  BDP 281
A.   I, II, IV, VI, VII

B.   I, IV, VI
C.   I, IV, VI, VII
D.   I, II, V, VI
9.  Ile wynosi wzmocnienie 

 układu przedstawionego na schemacie, jeżeli 

0,1 a ( = 100 ?
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A.  0,1

B.  1000
C.  100
D.  10
10.  Zablokowanie przewodzącego tyrystora jest możliwe poprzez:
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A.  zmniejszenie prądu IA do zera

B.  wycofanie impulsu UG
C.  podanie impulsu UG < 0

D.  zwarcie bramki z katodą tyrystora

11. Wskaż poprawne przebiegi napięcia na obciążeniu:
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12. Wskaż układ prostownika napięcia:
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13.  Wybierz poprawną charakterystykę diody pojemnościowej:
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14. Wskaż układ generatora Clappa:

      (masa = 0V)
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15. Zjawisko powtarzalnego przebicia złącza p - n w kierunku wstecznym jest  

      wykorzystywane:

    A. w diodach prostowniczych,

    B. w stabilistorach,

    C. w diodach tunelowych,

    D. w diodach typu waraktor;

Test z „podstaw elektroniki” - grupa B 

1. Wskaż symbol tranzystora polowego FET:
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2.  W diodzie Zenera występuje następujące zjawisko:

A.  powtarzalnego przebicia złącza p - n w kierunku wstecznym;

B.  zmiany pojemności złącza p - n pod wpływem zmiany napięcia wstecznego złącza;
C.  zmiany pojemności złącza p - n pod wpływem zmiany napięcia w kierunku przewodzenia złącza;
D.  niepowtarzalnego przebicia złącza p - n w kierunku przewodzenia;
3.  Wskaż poprawne zależności dla tranzystora bipolarnego:

A.   IC=((IB, IB=((IC, IE+IC=IB
B.   IC=((IE, IB=((IE, IE+IB=IC
C.   IC=((IB, IC=((IE, IB+IC=IE
D.   IC=((IB, IC=((IE, IE+IB=IC
4.  Wskaż układ stabilizatora napięciowego:
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5.  Wskaż elementy światłoczułe:
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6.  Wskaż układ Darlingtona (super alfa):
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7.  Wskaż charakterystykę tranzystora MOSFET normalnie załączonego:
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8.  Podczas aktywnej pracy tranzystora w układzie wzmacniającym jego złącza są  

     spolaryzowane następująco:

A.  złącze B - E przewodząco, a C - E zaporowo

B.  złącze B - C zaporowo, a B - E przewodząco

C.  złącze C - B zaporowo, a C - E przewodząco

D.  złącze B -E i B - C przewodząco

9.  Wskaż poprawne przebiegi napięcia na obciążeniu:
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10.  Wskaż poprawne przebiegi napięcia na obciążeniu:

[image: image20.png]



[image: image21.png]t t
J\.

D= D=
Uw U1J ﬂ
SE B B
D D





11. Zmianę rezystancji kanału w tranzystorze MOSFET uzyskujemy poprzez:

A.  zmianę napięcia UDS
B.  zmianę napięcia bramki
C.  zmianę potencjału źródła
D.  zmianę napięcia bazy
12.  Wskaż układ powielacza napięcia:
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13.  W półprzewodniku domieszkowym typu p nośnikami większościowymi są:
A.  donory
B.  dziury
C.  akceptory
D.  elektrony
14.  Wybierz poprawną charakterystykę diody tunelowej:
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15.  Wskaż układ generatora Meissnera:
      (masa =0V)
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Odpowiedzi:

Nr pytania
Odpowiedzi


Test A
Test B

1
B
B

2
A
A

3
C
D

4
B
D

5
C
B

6
A
C

7
A
C

8
B
A

9
D
D

10
B
A

11
B
A

12
B
C

13
B
C

14
A
A

15
D
B
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